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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材となる合成樹脂１００質量部に対して、下記一般式（１）、
【化１】

（式中、Ｒ１は炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキル基、炭素原子数３～８のシ
クロアルキル基、炭素原子数２～８のアルケニル基、炭素原子数６～１８のアリール基、
炭素原子数７～１８のアルキルアリール基又は炭素原子数７～１８のアリールアルキル基
を表す。但し、これらのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、ア
ルキルアリール基又はアリールアルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、炭素原子数
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１～１２のアルキル基又はアルコキシ基で置換されていてもよく、酸素原子、硫黄原子、
カルボニル基、エステル基、アミド基又はイミノ基で中断されていてもよい。また、上記
の置換及び中断は組み合わされてもよい。Ｒ２は炭素原子数１～８のアルキル基又は炭素
原子数２～８のアルケニル基を表す。）で表されるトリアジン系化合物０．００１～２０
質量部を配合してなる青紫色レーザー光吸収材料であって（ただし、ヒンダードアミン系
化合物を含まない）、４００～４２０ｎｍの波長領域に吸収能を有することを特徴とする
青紫色レーザー光吸収材料。
【請求項２】
　前記トリアジン系化合物が下記一般式（２）、
【化２】

（式中、Ｒ３は炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。但し、これらの
アルキル基はヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアルコキシ基で置換されていてもよく、酸
素原子、硫黄原子、カルボニル基、エステル基、アミド基又はイミノ基で中断されていて
もよい。）で表される請求項１に記載の青紫色レーザー光吸収材料。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の青紫色レーザー光吸収材料を用いた保護具。
【請求項４】
　前記合成樹脂がポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、シクロオレ
フィン系樹脂およびノルボルネン系樹脂からなる群から選ばれる１種以上である請求項３
記載の保護具。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の青紫色レーザー光吸収材料を用いた半導体基板用樹脂封止材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定のトリアジン系化合物を含有する青紫色レーザー光吸収材料、およびそ
れを用いた保護具、半導体基板用樹脂封止材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野においてレーザー光を用いた光化学治療（Ｐｈｏｔｏｄｙｎａｍｉｃ　
Ｔｈｅｒａｐｙ：ＰＤＴ）が普及し始めている。レーザー装置は、止血を伴う切開が可能
であることから、出血を伴う口腔内外科的治療用の歯科医療分野において特に広く普及し
ている。
【０００３】
　現在、歯科医療分野においては、ＡｌＧａＡｓ系やＩｎＧａＡｓ系半導体レーザーが最
も多く使用されているが、近年、その切断能力と治癒速度の早さ等の観点から、ＧａＮ系
青紫色半導体レーザー（波長：４０５ｎｍ）が注目されている。さらに、歯科分野におい
ては、青紫色半導体レーザーは、切開以外にも歯周病原菌等の殺菌やホワイトニング（歯
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【０００４】
　波長４０５ｎｍの光は、眼の網膜や水晶体等へ支障を与え、白内障や角膜炎を引き起こ
すことが知られており、該レーザー光から眼を保護する保護具が用いられる。また、該保
護具においては、まぶしさを軽減する目的で４００～５００ｎｍの波長を完全にカットす
る材料が有用とされている。
【０００５】
　一方、電気機器分野においても、レーザー光装置の開発に伴う技術発展は目覚しいもの
がある。従来、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ等の媒体の書き込み及び読み取りには
、いわゆる赤色レーザー光が普及していたが、近年、より鮮明・高精細で、データ量の大
きな画像や動画の記録が要求されるようになり、大量のデータを記録するために、高密度
の記録を可能にした青紫色レーザーを用いたブルーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉ
ｓｃ）や、ＨＤ‐ＤＶＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓ
ａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）と呼ばれる次世代光ディスクが開発されるようになった。
【０００６】
　また、電気機器に用いられる半導体基板には、半導体素子の保護、防湿、絶縁用途を目
的として、半導体基板用樹脂封止材が用いられ、特許文献１には、封止樹脂としてシリコ
ーン樹脂を用いる手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１３０７６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、まぶしさを軽減する目的で４００～５００ｎｍの波長を完全にカットす
る材料を上記保護具に用いた場合、保護具の使用により室内での視界が暗くなり、コント
ラスト感度が低下して作業に支障をきたす等といった問題が生じることがあった。そのた
め青紫色半導体レーザー波長を含む有害な紫外線だけをカットし、かつ、４５０ｎｍ以上
の波長領域に大きな吸収を有しないことにより室内でも視界の明るさを充分に確保できる
材料が望まれている。
【０００９】
　また、電気機器分野においても、光ディスクに使用される青紫色レーザーが、電気機器
に用いられる半導体基板の封止樹脂を劣化させ、半導体装置の耐久性等の動作品質が低下
するという問題があり、電気機器に用いられる半導体基板用樹脂封止材のさらなる改良が
求められていた。
【００１０】
　そこで本発明の目的は、青紫色レーザー光付近の波長領域（４００～４２０ｎｍ）に有
効な吸収能を有する化合物を含有した青紫色レーザー光吸収材料、およびそれを用いた保
護具、半導体基板用樹脂封止材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、特定の構造を有するトリ
アジン系化合物が青紫色レーザー光波長に顕著に有効な吸収能を発揮することを見出し本
発明を完成するに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明の４００～４２０ｎｍの波長領域に吸収能を有する青紫色レーザー光
吸収材料は、基材となる合成樹脂１００質量部に対して、下記一般式（１）、
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【化１】

（式中、Ｒ１は炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキル基、炭素原子数３～８のシ
クロアルキル基、炭素原子数２～８のアルケニル基、炭素原子数６～１８のアリール基、
炭素原子数７～１８のアルキルアリール基又は炭素原子数７～１８のアリールアルキル基
を表す。但し、これらのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、ア
ルキルアリール基又はアリールアルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、炭素原子数
１～１２のアルキル基又はアルコキシ基で置換されていてもよく、酸素原子、硫黄原子、
カルボニル基、エステル基、アミド基又はイミノ基で中断されていてもよい。また、上記
の置換及び中断は組み合わされてもよい。Ｒ２は炭素原子数１～８のアルキル基又は炭素
原子数２～８のアルケニル基を表す。）で表されるトリアジン系化合物０．００１～２０
質量部を配合してなる青紫色レーザー光吸収材料であって（ただし、ヒンダードアミン系
化合物を含まない）、４００～４２０ｎｍの波長領域に吸収能を有することを特徴とする
ものである。
【００１３】
　また、本発明の青紫色レーザー光吸収材料は、前記トリアジン系化合物が下記一般式（
２）、
【化２】

（式中、Ｒ３は炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。但し、これらの
アルキル基はヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアルコキシ基で置換されていてもよく、酸
素原子、硫黄原子、カルボニル基、エステル基、アミド基又はイミノ基で中断されていて
もよい。）で表されることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の保護具は前記青紫色レーザー光吸収材料を用いたものであり、前記合成
樹脂がポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、シクロオレフィン系樹
脂およびノルボルネン系樹脂からなる群から選ばれる１種以上であることが好ましい。
【００１５】
　さらにまた、本発明の半導体基板用樹脂封止材は、前記青紫色レーザー光吸収材料を用
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いたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、青紫色レーザー光の吸収能に優れた光吸収材料、およびそれを用いた保
護具、半導体基板用樹脂封止材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１及び比較例１で作製したＰＣ樹脂配合系でのＵＶ透過率曲線を表すグラ
フである。
【図２】実施例２及び比較例３で作製したＰＭＭＡ樹脂配合系でのＵＶ透過率曲線を表す
グラフである。
【図３】実施例３及び比較例３で作製したＮＢＥ樹脂配合系でのＵＶ透過率曲線
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に用いられるトリアジン系化合物は、下記一般式（１）で表される。

（式中、Ｒ１は炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキル基、炭素原子数３～８のシ
クロアルキル基、炭素原子数２～８のアルケニル基、炭素原子数６～１８のアリール基、
炭素原子数７～１８のアルキルアリール基又は炭素原子数７～１８のアリールアルキル基
を表す。但し、これらのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、ア
ルキルアリール基又はアリールアルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、炭素原子数
１～１２のアルキル基又はアルコキシ基で置換されていてもよく、酸素原子、硫黄原子、
カルボニル基、エステル基、アミド基又はイミノ基で中断されていてもよい。また、上記
の置換及び中断は組み合わされてもよい。Ｒ２は炭素原子数１～８のアルキル基又は炭素
原子数２～８のアルケニル基を表す。）
【００１９】
　前記一般式（１）においてＲ１で表される炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキ
ル基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル
、第二ブチル、第三ブチル、アミル、第三アミル、ヘキシル、オクチル、第二オクチル、
第三オクチル、２－エチルヘキシル、デシル、ウンデシル、ドデシル等の直鎖又は分岐の
アルキル基が挙げられる。炭素原子数３～８のシクロアルキル基としては、例えば、シク
ロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル基等が
挙げられ、中でもヘキシル基が、本発明の目的である青紫色レーザー光の吸収特性に優れ
るため好ましい。
【００２０】
　Ｒ２で表される炭素原子数１～８のアルキル基としては、例えば、メチル、エチル、プ
ロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、イソブチル、アミル、第三ア
ミル、ヘキシル、オクチル、第三オクチル等が挙げられ、中でもメチル基が、本発明の目
的である青紫色レーザー光の吸収特性に優れるため好ましい。
【００２１】
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　Ｒ１及びＲ２で表される炭素原子数２～８のアルケニル基としては、直鎖及び分岐のプ
ロペニル、ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニル、オクテニルが不飽和結合の
位置によらず挙げられる。
【００２２】
　Ｒ１で表される炭素原子数６～１８のアリール基としては、例えば、フェニル、ナフチ
ル、ビフェニル等が挙げられ、炭素原子数７～１８のアルキルアリール基としては、例え
ば、メチルフェニル、ジメチルフェニル、エチルフェニル、オクチルフェニル等が挙げら
れ、炭素原子数７～１８のアリールアルキル基としては、例えば、ベンジル、２－フェニ
ルエチル、１－メチル－１－フェニルエチル等が挙げられる。また、置換基や中断を有す
るアリール基としては、４－メチルフェニル、３－クロロフェニル、４－ベンジルオキシ
フェニル、４－シアノフェニル、４－フェノキシフェニル、４－グリシジルオキシフェニ
ル、４－イソシアヌレートフェニル等が挙げられる。
【００２３】
　上記エステル基は、カルボン酸とアルコールが脱水縮合して形成される基であり、上記
アミド基はカルボン酸とアミンの脱水縮合により形成される基である。
【００２４】
　また、炭素原子数が１～１２の上記アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロ
ポキシ、ブトキシ、ペントキシ、ヘキサオキシ、オクトキシ、ノニルオキシ、デシルオキ
シ、ウンデシルオキシ、ドデシルオキシ基が挙げられる。
【００２５】
　置換基または中断を有していてもよいＲ１のアルキル基、シクロアルキル基としては、
２－ヒドロキシプロピル、２－メトキシエチル、３－スルホニル－２－ヒドロキシプロピ
ル、４－メチルシクロヘキシル等が挙げられる。
【００２６】
　本発明の一般式（１）で表されるトリアジン系化合物は、好ましくは下記一般式（２）
で表されるトリアジン系化合物で表される。

（式中、Ｒ３は炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。但し、これらの
アルキル基はヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアルコキシ基で置換されていてもよく、酸
素原子、硫黄原子、カルボニル基、エステル基、アミド基又はイミノ基で中断されていて
もよい。）
【００２７】
　上記一般式（２）で表されるＲ３における炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐のアルキ
ル基としては、前記一般式（１）におけるＲ１が表す直鎖又は分岐のアルキル基と同じ基
が挙げられる。また、アルコキシ基は上記アルコキシ基と同様である。
【００２８】
　本発明の青紫色レーザー光吸収材に用いられる前記一般式（１）又は（２）で表される
化合物としては、例えば、下記の化合物Ｎｏ．１～Ｎｏ．４等の化合物が挙げられる。
【００２９】
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【００３０】

【００３１】

【００３２】

【００３３】
　本発明の前記一般式（１）で表されるトリアジン系化合物の使用量は、基材樹脂となる
合成樹脂１００質量部に対して、０．００１～２０質量部であり、好ましくは０．０１～
１０質量部、より好ましくは０．１～５質量部である。使用量が０．００１質量部未満で
あると、充分な青色レーザー光吸収能力が発揮できず、使用量が２０質量部超であると、
合成樹脂物性の低下や、ブリード等により外観を損なう等の問題を生じる。
【００３４】
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　本発明に用いられる合成樹脂は、特に限定されず、例えば、高密度ポリエチレン、アイ
ソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレン、ヘミアイソタクチッ
クポリプロピレン、ポリブテン－１、ポリ３－メチル－１－ブテン、ポリ３－メチル－１
－ペンテン、ポリ４－メチル－１－ペンテン、エチレン／プロピレンブロック又はランダ
ム共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、オレフィン－マレイミド共重合体などのポ
リオレフィン系樹脂及びこれらの重合体を与えるモノマーの共重合体；ポリ塩化ビニル、
ポリ塩化ビニリデン、塩素化ポリエチレン、ポリフッ化ビニリデン、塩化ゴム、塩化ビニ
ル－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル－エチレン共重合体、塩化ビニル－塩化ビニリデン
－酢酸ビニル三元共重合体、塩化ビニル－アクリル酸エステル共重合体、塩化ビニル－マ
レイン酸エステル共重合体、塩化ビニル－シクロヘキシルマレイミド共重合体等の含ハロ
ゲン樹脂；ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリ－１，４－シクロヘキサンジメチレン
テレフタレート、ポリエチレン－１，２－ジフェノキシエタン－４，４’－ジカルボキシ
レート、ポリヘキサメチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂；ポリスチレン、ハ
イインパクトポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ
）、塩素化ポリエチレンアクリロニトリルスチレン（ＡＣＳ）、スチレンアクリロニトリ
ル（ＳＡＮ）、アクリロニトリルブチルアクリレートスチレン（ＡＡＳ）、ブタジエンス
チレン、スチレンマレイン酸、スチレンマレイミド、エチレンプロピレンアクリロニトリ
ルスチレン（ＡＥＳ）、ブタジエンメタクリル酸メチルスチレン（ＭＢＳ）等のスチレン
系樹脂；ポリカーボネート、分岐ポリカーボネート等のポリカーボネート系樹脂；ポリヘ
キサメチレンアジパミド（ナイロン６６）、ポリカプロラクタム（ナイロン６）、ナイロ
ン６Ｔなどの芳香族ジカルボン酸や脂環式ジカルボン酸を使用したポリアミド等のポリア
ミド系樹脂；ポリフェニレンオキシド（ＰＰＯ）樹脂；変性ポリフェニレンオキシド樹脂
；ポリフェニレンサルフィド（ＰＰＳ）樹脂；ポリアセタール（ＰＯＭ）；変性ポリアセ
タール；ポリスルホン；ポリエーテルスルホン；ポリエーテルケトン；ポリエーテルイミ
ド；ポリオキシエチレン；石油樹脂；クマロン樹脂；ノルボルネン樹脂等のシクロオレフ
ィン樹脂、シクロオレフィン－オレフィン共重合樹脂；ポリ酢酸ビニル樹脂；ポリビニル
アルコール樹脂；ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂；ポリカーボネートとスチ
レン系樹脂とのポリマーアロイ；ポリビニルアルコール樹脂；ジアセチルセルロース、ト
リアセチルセルロース（ＴＡＣ）、プロピオニルセルロース、ブチリルセルロース、アセ
チルプロピオニルセルロース、ニトロセルロース等のセルロース系樹脂；液晶ポリマー（
ＬＣＰ）；シリコン樹脂；ウレタン樹脂；脂肪族ジカルボン酸、脂肪族ジオール、脂肪族
ヒドロキシカルボン酸もしくはその環状化合物からの脂肪族ポリエステル、さらにはこれ
らがジイソシアネートなどにより分子量が増加した脂肪族ポリエステル等の生分解性樹脂
；及びこれらのリサイクル樹脂等が挙げられる。さらにフェノール樹脂、ユリア樹脂、メ
ラミン樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂が挙げられる。さ
らに天然ゴム（ＮＲ）、ポリイソプレンゴム（ＩＲ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ
）、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）、エチレン－プロピレン－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）、ブ
チルゴム（ＩＩＲ）、クロロプレンゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム（ＮＢＲ）、
シリコーンゴム等のゴム系高分子化合物が挙げられ、中でも保護具（眼鏡又はゴーグル）
としては、ポリカーボネート系樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ポリエチレン
ナフタレート系樹脂、アクリル樹脂が透明性、耐久性に優れるため好適であり、封止樹脂
用としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂又はシリコーン樹脂等が絶縁効果に優れるた
め好適である。また、これらの合成樹脂は単独で用いても２種以上を混合して用いてもよ
い。
【００３５】
　本発明の青紫色レーザー光吸収材料には、用途に応じて通常用いられる酸化防止剤（フ
ェノール系、リン系またはチオエーテル系等）、他の紫外線吸収剤、ヒンダードアミン系
光安定剤、可塑剤、帯電防止剤、加工助剤等の添加剤を併用することができる。
【００３６】
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　上記フェノール系酸化防止剤としては、例えば、２，６－ジ第三ブチル－ｐ－クレゾー
ル、２，６－ジフェニル－４－オクタデシロキシフェノール、ジステアリル（３，５－ジ
第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ホスホネート、１，６－ヘキサメチレンビス〔（
３，５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸アミド〕、４，４’－チ
オビス（６－第三ブチル－ｍ－クレゾール）、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６
－第三ブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－エチル－６－第三ブチルフェ
ノール）、４，４’－ブチリデンビス（６－第三ブチル－ｍ－クレゾール）、２，２’－
エチリデンビス（４，６－ジ第三ブチルフェノール）、２，２’－エチリデンビス（４－
第二ブチル－６－第三ブチルフェノール）、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒド
ロキシ－５－第三ブチルフェニル）ブタン、１，３，５－トリス（２，６－ジメチル－３
－ヒドロキシ－４－第三ブチルベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－トリス（３，
５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－トリス（
３，５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２，４，６－トリメチルベンゼン、
２－第三ブチル－４－メチル－６－（２－アクリロイルオキシ－３－第三ブチル－５－メ
チルベンジル）フェノール、ステアリル（３，５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ル）プロピオネート、チオジエチレングリコールビス〔（３，５－ジ第三ブチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）プロピオネート〕、１，６－ヘキサメチレンビス〔（３，５－ジ第三
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕、ビス〔３，３－ビス（４－ヒドロ
キシ－３－第三ブチルフェニル）ブチリックアシッド〕グリコールエステル、ビス〔２－
第三ブチル－４－メチル－６－（２－ヒドロキシ－３－第三ブチル－５－メチルベンジル
）フェニル〕テレフタレート、１，３，５－トリス〔（３，５－ジ第三ブチル－４－ヒド
ロキシフェニル）プロピオニルオキシエチル〕イソシアヌレート、３，９－ビス〔１，１
－ジメチル－２－｛（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオ
ニルオキシ｝エチル〕－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ〔５．５〕ウンデカン、
トリエチレングリコールビス〔（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル
）プロピオネート〕、トコフェロール等が挙げられる。
【００３７】
　上記リン系酸化防止剤としては、例えば、トリスノニルフェニルホスファイト、トリス
〔２－第三ブチル－４－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニルチオ）
－５－メチルフェニル〕ホスファイト、トリデシルホスファイト、オクチルジフェニルホ
スファイト、ジ（デシル）モノフェニルホスファイト、ジ（トリデシル）ペンタエリスリ
トールジホスファイト、ジ（ノニルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビ
ス（２，４－ジ第三ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２，
６－ジ第三ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（
２，４，６－トリ第三ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２
，４－ジクミルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、テトラ（トリデシル）
イソプロピリデンジフェノールジホスファイト、テトラ（トリデシル）－４，４’－ｎ－
ブチリデンビス（２－第三ブチル－５－メチルフェノール）ジホスファイト、ヘキサ（ト
リデシル）－１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－第三ブチルフェニ
ル）ブタントリホスファイト、テトラキス（２，４－ジ第三ブチルフェニル）ビフェニレ
ンジホスホナイト、９，１０－ジハイドロ－９－オキサ－１０－ホスファフェナンスレン
－１０－オキサイド、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ第三ブチルフェニル）－２－
エチルヘキシルホスファイト、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ第三ブチルフェニル
）－オクタデシルホスファイト、２，２’－エチリデンビス（４，６－ジ第三ブチルフェ
ニル）フルオロホスファイト、トリス（２－〔（２，４，８，１０－テトラキス第三ブチ
ルジベンゾ〔ｄ，ｆ〕〔１，３，２〕ジオキサホスフェピン－６－イル）オキシ〕エチル
）アミン、２－（１，１－ジメチルエチル）－６－メチル－４－［３－［［２，４，８，
１０－トラキス（１，１－ジメチルエチル）ジベンゾ［ｄ，ｆ］［１，３，２］ジオキサ
ホスフェピン－６－イル］オキシ］プロピル］フェノール、２－エチル－２－ブチルプロ
ピレングリコールと２，４，６－トリ第三ブチルフェノールのホスファイト等が挙げられ
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る。
【００３８】
　上記チオエーテル系酸化防止剤としては、チオジプロピオン酸ジラウリル、チオジプロ
ピオン酸ジミリスチル、チオジプロピオン酸ジステアリル等のジアルキルチオジプロピオ
ネート類及びペンタエリスリトールテトラ（β－ドデシルメルカプトプロピオネート）等
のポリオールのβ－アルキルメルカプトプロピオン酸エステル類が挙げられる。
【００３９】
　本発明に用いられる他の紫外線吸収剤としては、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、
他のトリアジン系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤及びベンゾエート系紫外
線吸収剤等が挙げられる。
【００４０】
　上記ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メ
チルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ第三ブチ
ルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’－第三ブ
チル－５’－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキ
シ－５’－第三オクチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’
，５’－ジクミルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’－第三
ブチル－５’－カルボキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２，２’－メチレンビス（４
－第三オクチル－６－ベンゾトリアゾリル）フェノール等の２－（２’－ヒドロキシフェ
ニル）ベンゾトリアゾール類が挙げられる。
【００４１】
　上記他のトリアジン系紫外線吸収剤としては、２－（２－ヒドロキシ－４－オクトキシ
フェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－ｓ－トリアジン、２－（２－
ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシフェニル）－４，６－ジフェニル－ｓ－トリアジン、２
－（２－ヒドロキシ－４－プロポキシ－５－メチルフェニル）－４，６－ビス（２，４－
ジメチルフェニル）－ｓ－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（３－ドデシルオキ
シ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェ
ニル）－ｓ－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（３－トリデシルオキシ－２－ヒ
ドロキシプロピルオキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－ｓ
－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－［３－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－
ヒドロキシプロピルオキシ］フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－
ｓ－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシフェニル）－４，６－ジビ
フェニル－ｓ－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－［１－（ｉ－オクチルオキシカ
ルボニル）エチルオキシ］フェニル］－４，６－ジビフェニル－ｓ－トリアジン、２，４
－ビス（２－ヒドロキシ－４－オクトキシフェニル）－６－（２，４－ジメチルフェニル
）－ｓ－トリアジン、２，４－ビス（４－ブトキシ－２－ヒドロキシフェニル）－６－（
２，４－ジブトキシフェニル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ
－４－オクトキシフェニル）－ｓ－トリアジン等のトリアリールトリアジン類等が挙げら
れる。
【００４２】
　上記ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、
２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－オクトキシベンゾ
フェノン、５，５’－メチレンビス（２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン）等
の２－ヒドロキシベンゾフェノン類が挙げられる。
【００４３】
　上記ベンゾエート系紫外線吸収剤としては、フェニルサリシレート、レゾルシノールモ
ノベンゾエート、２，４－ジ第三ブチルフェニル－３，５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキ
シベンゾエート、２，４－ジ第三アミルフェニル－３，５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキ
シベンゾエート、ヘキサデシル－３，５－ジ第三ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート等
が挙げられる。
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【００４４】
　上記ヒンダードアミン系光安定剤としては、例えば、２，２，６，６－テトラメチル－
４－ピペリジルステアレート、１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルステ
アレート、２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジルベンゾエート、ビス（２，２
，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペ
ンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、テトラキス（２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジルブタンテトラカルボキシレート、テトラキス（１，２，２，６，６－ペ
ンタメチル－４－ピペリジルブタンテトラカルボキシレート、ビス（２，２，６，６－テ
トラメチル－４－ピペリジル）・ジ（トリデシル）－１，２，３，４－ブタンテトラカル
ボキシレート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）・ジ（トリ
デシル）－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレート、ビス（１，２，２，６，６
－ペンタメチル－４－ピペリジル）－２－ブチル－２－（３，５－ジ第三ブチル－４－ヒ
ドロキシベンジル）マロネート、１－（２－ヒドロキシエチル）－２，２，６，６－テト
ラメチル－４－ピペリジノール／コハク酸ジエチル重縮合物、１，６－ビス（２，２，６
，６－テトラメチル－４－ピペリジルアミノ）ヘキサン／ジブロモエタン重縮合物、１，
６－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジルアミノ）ヘキサン／２，４－
ジクロロ－６－モルホリノ－ｓ－トリアジン重縮合物、１，６－ビス（２，２，６，６－
テトラメチル－４－ピペリジルアミノ）ヘキサン／２，４－ジクロロ－６－第三オクチル
アミノ－ｓ－トリアジン重縮合物、１，５，８，１２－テトラキス〔２，４－ビス（Ｎ－
ブチル－Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）アミノ）－ｓ－トリア
ジン－６－イル〕－１，５，８，１２－テトラアザドデカン、１，５，８，１２－テトラ
キス〔２，４－ビス（Ｎ－ブチル－Ｎ－（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペ
リジル）アミノ）－ｓ－トリアジン－６－イル〕－１，５，８，１２－テトラアザドデカ
ン、１，６，１１－トリス〔２，４－ビス（Ｎ－ブチル－Ｎ－（２，２，６，６－テトラ
メチル－４－ピペリジル）アミノ）－ｓ－トリアジン－６－イルアミノウンデカン、１，
６，１１－トリス〔２，４－ビス（Ｎ－ブチル－Ｎ－（１，２，２，６，６－ペンタメチ
ル－４－ピペリジル）アミノ）－ｓ－トリアジン－６－イルアミノウンデカン等のヒンダ
ードアミン化合物が挙げられる。
【００４５】
　これらの酸化防止剤、他の紫外線吸収剤及びヒンダードアミン系光安定剤は、基材樹脂
への溶解性に優れた構造が好ましく、また、加工時や使用時の熱で揮散しにくい高分子量
の構造のものが好ましく、分子量５００以上、より好ましくは分子量７００以上であり、
重合性基や反応性基を導入して高分子量化したり、合成樹脂に組み込んだものでもよい。
これらの使用量は、上記合成樹脂１００質量部に対して、好ましくは０．０１～１０質量
部、より好ましくは、０．０５～５質量部である。
【００４６】
　上記可塑剤としては、特に限定されないが、例えばリン酸エステル系可塑剤やポリエス
テル系可塑剤が挙げられ、これらは、単独或いは２種以上混合して用いることができる。
【００４７】
　上記リン酸エステル系可塑剤としては、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホス
フェート、クレジルジフェニルホスフェート、オクチルジフェニルホスフェート、ジフェ
ニルビフェニルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリブチルホスフェート等が
挙げられる。
【００４８】
　上記ポリエステル系可塑剤としては、脂肪族二塩基酸や芳香族二塩基酸とジオール化合
物からなる鎖状ポリエステルやヒドロキシカルボン酸の鎖状ポリエステルが挙げられる。
【００４９】
　上記脂肪族二塩基酸としては、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン
酸、ピメリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、フマル酸、２，２－ジメチルグルタル酸、
スベリン酸、１，３－シクロペンタンジカルボン酸、１，４－シクロヘキサンジカルボン
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酸、１，３－シクロヘキサンジカルボン酸、ジグリコール酸、イタコン酸、マレイン酸、
２，５－ノルボルネンジカルボン酸等が挙げられ、芳香族二塩基酸としてはフタル酸、１
，５－ナフタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、ビフェニルジカルボ
ン酸、アントラセンジカルボン酸、ターフェニルジカルボン酸等が挙げられる。
【００５０】
　上記ジオール化合物としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－
プロパンジオール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタン
ジオール、２－メチルプロパンジオール、１，３－ジメチルプロパンジオール、１，５－
ペンタンジオール、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、１，６－ヘキサンジ
オール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，９－ノナンジオール、２，２，４
－トリメチル－１，６－ヘキサンジオール、２－エチル－２－ブチルプロパンジオール、
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ジプロピ
レングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール、チオジエチ
レングリコール、１，３－シクロヘキサンジメタノール、１，４－シクロヘキサンジメタ
ノール、２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール、３，９－ビス
（２－ヒドロキシ－１，１－ジメチルエチル）－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ
［５，５］ウンデカン等が挙げられる。
【００５１】
　上記ヒドロキシカルボン酸としては、４－ヒドロキシルメチルシクロヘキサンカルボン
酸、ヒドロキシトリメチル酢酸、６－ヒドロキシカプロン酸、グリコール酸、乳酸等が挙
げられる。
【００５２】
　他のポリエステル系可塑剤として、３価以上のポリオールとモノカルボン酸化合物のポ
リエステルが挙げられる。３価以上のポリオールとしては、グリセリン、トリメチロール
プロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトールやその縮合物であるジペンタエリスリト
ール、トリペンタエリスリトール等が挙げられる。また、これらポリオールにエチレンオ
キサイド等のアルキレンオキサイドを付加したポリエーテルポリオールでもよい。
【００５３】
　上記モノカルボン酸としては、安息香酸、ｐ－メチル安息香酸、ｍ－メチル安息香酸、
ジメチル安息香酸、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル安息香酸、ｐ－メトキシ安息香酸、ｐ－クロロ
安息香酸、ナフチル酸、ビフェニルカルボン酸等の芳香族カルボン酸；シクロヘキサンカ
ルボン酸等の脂環式カルボン酸；酢酸、プロピオン酸、２－エチルヘキサン酸等の脂肪族
酸が挙げられる。モノカルボン酸は単独でも混合でもよい。
【００５４】
　上記帯電防止剤としては、例えば、脂肪酸第四級アンモニウムイオン塩、ポリアミン四
級塩等のカチオン系帯電防止剤；高級アルコールリン酸エステル塩、高級アルコールＥＯ
付加物、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、アニオン型のアルキルスルホン酸塩、
高級アルコール硫酸エステル塩、高級アルコールエチレンオキシド付加物硫酸エステル塩
、高級アルコールエチレンオキシド付加物リン酸エステル塩等のアニオン系帯電防止剤；
多価アルコール脂肪酸エステル、ポリグリコールリン酸エステル、ポリオキシエチレンア
ルキルアリルエーテル等のノニオン系帯電防止剤；アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン
等の両性型アルキルベタイン、イミダゾリン型両性活性剤等の両性帯電防止剤が挙げられ
る。かかる帯電防止剤は単独で用いてもよく、また、２種類以上の帯電防止剤を組み合わ
せて用いてもよい。
【００５５】
　本発明の保護具は、青紫色レーザー光などを使用するときに、身体、特に目を保護する
ものとして用いられ、形態や大きさは特に限定されない。保護具の形態としては、例えば
、眼鏡、ゴーグル、シールド、直接装着用もしくはヘルメット装着用防災面などが挙げら
れる。
【００５６】
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　本発明の半導体基板用樹脂封止材は、半導体素子の保護、防湿、絶縁といった目的のた
めに、各種半導体パッケージの封止に用いられるものである。形状としては、熱硬化や熱
可塑タイプ、一液や二液タイプといった液状であっても、固形であってもよい。
【実施例】
【００５７】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【００５８】
［実施例１］
　ＰＣ（ポリカーボネート）樹脂（三菱エンジニアリングプラスチックス（株）製、製品
名Ｅ－２０００）１００質量部に上記化合物Ｎｏ．１を１質量部配合し、２６０℃で射出
成型により厚さ１ｍｍの試験板を成形した。得られた試験板の２５０～６００ｎｍにおけ
る透過率を測定した。透過率曲線データを図１に示す。
【００５９】
［比較例１］
　前記実施例１において、上記化合物Ｎｏ．１を配合しない以外は、同様の成形法により
試験板を作製し、透過率の測定を行った。透過率曲線データを図１に示す。
【００６０】
［実施例２］
　ＰＭＭＡ（アクリル）樹脂（三菱レイヨン（株）製、製品名アクリペットＶＨ０００）
１００質量部に上記化合物Ｎｏ．１を１質量部配合し、２２０℃で射出成型により厚さ１
ｍｍの試験板を成形した。得られた試験板の２００～５００ｎｍにおける透過率を測定し
た。透過率曲線データを図２に示す。
【００６１】
［比較例２］
　前記実施例２において、上記化合物Ｎｏ．１を配合しない以外は、同様の成形法により
試験板を作製し、透過率の測定を行った。透過率曲線データを図２に示す。
【００６２】
［実施例３－１］
　ＮＢＥ（ノルボルネン）樹脂（ＪＳＲ（株）製、製品名ＡＲＴＯＮ　Ｆ５０２３）１０
０質量部に上記化合物Ｎｏ．１を１質量部配合し、３００℃で射出成型により厚さ１ｍｍ
の試験板を成形した。得られた試験板の２５０～６００ｎｍにおける透過率を測定した。
透過率曲線データを図３に示す。
【００６３】
［実施例３－２］
　前記実施例３－１において、上記化合物Ｎｏ．１を３質量部に変えた以外は、同様の成
形条件において試験板を作製し、同様の透過率測定を行った。透過率曲線データを図３に
示す。
【００６４】
［比較例３］
　前記実施例３において、上記化合物Ｎｏ．１を配合しない以外は、同様の成形法により
試験板を作製し、透過率の測定を行った。透過率曲線データを図３に示す。
【００６５】
　上記各実施例の結果から、本発明にかかる、合成樹脂に特定のトリアジン系化合物を配
合してなる試験版は青紫色レーザー光波長付近（４００～４２０ｎｍ）を大幅にカットす
ることが明らかになった。また、各実施例の試験版は、４５０ｎｍ以上の波長領域に大き
な吸収を有しなかった。
【００６６】
　上記実施例で示されたような本発明の青紫色レーザー光吸収材料の性質により、青紫色
レーザー光を大幅にカットし、かつ、室内でも視界の明るさを充分に確保できる青紫色レ
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ーザー光吸収用保護具（眼鏡又はゴーグル）を提供することが可能となる。また、照射さ
れる青紫色レーザー光波長の大部分を吸収することから、青紫色レーザー光に起因する劣
化への耐性に優れた半導体基板用樹脂封止材を提供することができる。
【００６７】
　従って、本発明にかかる、合成樹脂に特定のトリアジン系化合物を配合してなる青紫色
レーザー光吸収材料は、優れた性能を有する青紫色レーザー光吸収用保護具（眼鏡又はゴ
ーグル）及び半導体基板用樹脂封止材を提供できる。

【図１】

【図２】

【図３】
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